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요  약

본 논문에서는 W-대역에서 도파로에 적용이 가능한 도파로-마이크로스트립 signal transition feed와 저항성 격막을 활
용해 광대역, 저손실의 도파로 전력 결합기를 설계 및 제작하였다. 도파로 전력 결합기는 T-junction 구조로 이루어져
있으며, transition feed가 전계가 최대가 되는 λ/4 길이에 위치해 있고, NiCr 박막 공정으로 제작된 저항성 격막이 결합되
어 있다. 제작된 전력 결합기에 50 Ω 매칭이 된 microstrip line 형태의 passive IC를 활용해 결합기의 성능을 검증하고
저항성 격막 유무에 따른 결합 특성을 PA를 실장하여 확인하였다. 저항성 격막이 있는 결합기의 격리도 특성은 −15 
dB로 저항성 격막이 없는 경우와 비교해 9 dB 향상된 시뮬레이션 결과를 가진다. Passive IC를 활용하여 제작된 전력
결합 모듈은 전이구조와 저항성 격막 구조를 포함한 상태에서 출력단 이후 약 0.75 dB(@ 78 GHz)의 낮은 삽입 손실
특성을 나타내었다. 약 20 dB의 증폭 이득과 26 dBm의 출력 성능을 갖는 MMIC를 활용하여 도파로 구조의 전력 결합
모듈을 구성한 결과, 저항성 격막이 없는 경우에는 약 8 dB 이득과 14 dBm의 매우 낮은 전력 결합 특성을 나타내었으나, 
저항성 격막을 적용한 경우 약 18 dB의 안정된 증폭 이득과 28.4 dBm 출력 성능(2.4 dB 결합 이득)을 나타내었다.

Abstract
In this study, a wideband, low-loss waveguide power combiner is designed and manufactured using a waveguide-to-microstrip signal 

transition feed and resistive septum, which can be applied to waveguides in the W-band. The waveguide power combiner has a T-junction 
structure and is implemented by locating the transition feed at a length of λ/4, where the E-field is maximized, and combining the resistive 
septum manufactured by the NiCr thin film process. The performance is verified using a passive integrated circuit IC in the form of 
a microstrip line matched with 50 Ω to the manufactured combiner, and the combined characteristics according to the presence or absence 
of a resistive septum are confirmed by mounting a power amplifier PA. The isolation of the combiner with the resistive septum is −15 
dB compared with the 9 dB without a resistive septum, which improves the simulation results. The power combining module manufac-
tured using the passive IC exhibits a low insertion loss of approximately 0.75 dB (@ 78 GHz) after the output stage with the transition 
structure and including the resistive septum structure. As a result of constructing a power combining module with a waveguide structure 
using an MMIC with an amplification gain of approximately 20 dB and an output performance of 26 dBm, in the absence of a resistive 
septum, a low-power-combining characteristic of approximately 8 dB gain and 14 dBm is achieved. When a resistive septum is applied, 
it exhibits a stable amplification gain of approximately 18 dB and output performance of 28.4 dBm (2.4 dB combined gain).

Key words: Signal Transition Feed, Waveguide, Resistive Septum, Waveguide Power Combiner
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Ⅰ. 서  론   

mmW 대역 중 하나인 W 대역(75 GHz～110 GHz)의 경
우, 공기 내에서 적은 감쇄 특성으로 인해 상업/군사용에
많이 사용되고 있으며, 최근 그 활용도가 점점 확대되고
있다. W 대역을 활용한 고정밀탐지 레이다및 통신의 경
우 정밀도 향상과 원거리 탐지 또는 통신을 위해 기존과
비교해 높은 증폭기 출력을 요구하고 있다. 그러나, W 대
역의 경우, transistor의 성능 저하로 인해 MMIC를 통한
전력 증폭에 어려움이 있을 뿐만 아니라, 높은 손실로 인
해 전력 결합에도 큰 어려움이 발생하고 있다[1].
소자나 MMIC를 활용한 전력 결합기의 경우, 일반적으

로 Lange coupler, Wilkinson power divider와 같은 평면 형
태의 전송 선로를 사용하지만, 입출력단에 도파로로
signal transition이 필요하기 때문에 고주파 영역에서 큰
손실을 야기하는 문제점이 있다[2]. 이에 반해 도파로를
이용한 전력 결합기의 경우, 적은 손실로 다수의 전력 증
폭 모듈을 효과적으로 결합할 수 있다[3]. 또한 파장이 작
아질 경우 소형화가 가능하고, 결합되는 부분에 저항성
격막(septum)을 삽입함으로써 높은 결합 특성과 광대역
특성 확보가 가능하다[4],[5].  

MMIC를 증폭 소자로 사용하는 경우, 마이크로스트립
전송 선로를 사용해 신호를 결합해야 하므로 낮은 손실
을 가지는 도파로-마이크로스트립 선로 signal transition이
필요하다. 도파로-마이크로스트립 선로 signal transition은
커플링을 최대화시키고, 적은 손실과 광대역 특성을 가지
기 위해 임피던스 매칭이 잘 되도록 설계해야 한다. 이러
한 도파관-마이크로스트립 선로 transition을 설계하는 방
법으로는 크게 antipodal finline을 이용한 방법과 E- plane 
probe를 이용하는 방법인 두 가지가 있다. 전자의 방법은
기판의 전면과 후면에 정교한 패턴 형성이 요구되며, 삽
입 손실 특성이 사용되는 기판의 유전율에 민감하다. 뿐
만 아니라, 도파로 내에서 진행방향으로 모드 변환이 이
루어지므로 전력 증폭 모듈의 크기가 증가될 수 있어 소
형화에 적합하지 않다[5]. 후자의 경우, 도파로 전 대역에
걸쳐 우수한 특성을 보이고 구조가 간단하다. 또한, 기판
과 도파로가 수직인 구조로 이루어져 있기 때문에 도파
로 내에서 진행방향에 수직으로 모드 변환이 이루어져

소형화에 적합하다[6],[7].
본 논문에서는 집적화가 용이하고 낮은 반사 손실 특

성을 가지면서도파로에 적용이 가능한 E-평면프로브방
식의 도파로-마이크로스트립 signal transition feed 구조와
저항성 격막(septum)이 삽입된 도파로 기반 2-way 전력
결합기에 대한 연구 결과를 소개한다. 

Ⅱ. 2-Way 도파관 전력 결합기 설계

2-1 도파관-마이크로스트립 천이 구조 설계

그림 1은 E-평면 프로브를 이용한 waveguide to micro-
strip transition 시뮬레이션 구조를 나타낸다. WR-10 규격
의 도파관 내에서 신호가 전방으로 방사되지 않도록 한
쪽 면을 short시키고, 전계가 최대가 되는 λ/4 길이에 E-
평면 transition probe를 위치시킴으로써 도파관의 주 모드
인 TE10 모드와 마이크로스트립의 Quasi-TEM 모드의 변
환을 이루어지도록 하였다. ① Transition probe는 도파관
으로 에너지를 커플링하여 안테나로 신호를 전달하게 되
며 작은 임피던스 궤적을 가지도록 설계한다. ② 리액턴
스 성분을 제거하기 위해 inductance line을 설계하고, ③
λ/4 transformer를 통해 inductance line과 microstrip line 선
로의 임피던스를 매칭함으로써 feeding line의 구조를 최
적화하였다[8]. 최적화된 feeding line의 각 parameter는 표

그림 1. 도파로-마이크로스트립 천이 구조 시뮬레이션
Fig. 1. Waveguide to microstrip transition structure simulation. 
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1에 나타나 있다.
그림 2는 도파로-마이크로스트립 천이 구조의 시뮬레

이션 결과를 나타낸다. 시뮬레이션 결과, 75～85 GHz에
서 50 Ω로 매칭이 이루어졌고, W 대역에서 20 dB 이상의
반사 손실 및 0.12 dB의 삽입 손실 특성을 확인하였다.

2-2 도파관 전력 결합기 설계

결합손실 특성이 우수한 waveguide 기반 T-junction 전
력 결합기를 설계 및 제작하였으며, 결합기의 특성을 검
증하고자 전송 선로 구조의 dummy IC를 실장하여 그 성

능을 검증하였다.
그림 3은 제안된 도파로 전력 결합기의 구조를 나타내

며, 광대역 특성을 가지기 위해 다단구조로 설계되었다. 
식 (1)～식 (3)을 통해 결합기의 각 width값을 구했으며, 
그값은표 2에나타나있다. 이때, a 값은 도파관내부의
가로 길이를 나타낸다. W1과 W2 사이에 90 μm의 넓이
차이가 존재하며, 이는 제작을 고려해 W1`으로 최적화되
었다. 도파로 전력 결합기의 최적화 된 parameter는 표 3
에 나와 있으며, EM 시뮬레이션을 통해 진행되었다.


   (1)

 
  (2)


   (3)

표 1. 도파로-마이크로스트립 천이 구조 parameter
Table 1. Waveguide-microstrip transition structure parameter. 

Waveguide aperture size WR-10 (2.54 mm×1.27 mm)
Substrate Quartz glass (ε: 3.78)
Sub_L 2.11 [mm]
Sub_W 0.75 [mm]
Sub_H 0.127 [mm]

L1 590 [μm]
L2 320 [μm]
L3 150 [μm]
L4 550 [μm]
W1 210 [μm]
W2 214 [μm]
W3 145 [μm]
W4 310 [μm]

Metal thickness 5 [μm]

그림 2. 도파로-마이크로스트립 라인 시뮬레이션 결과
Fig. 2. Waveguide to microstrip line simulation result.

표 2. 최적화 이전 전력 결합기 치수[mm]
Table 2. Power combiner dimensions before optimization [mm]. 

L L1 L2 L3 W1 W2 W3

3.724 1.3 1.132 1.292 1.7 1.79 2.4

(a) 제안된 도파로 전력 결합기(top view)
(a) Proposed power combiner (top view)

(b) 다단구조 임피던스 도파관 변압기 최적화
(b) Multistage impedance waveguide transformer optimization

그림 3. 최적화된 도파로 전력 결합기 구조
Fig. 3. Optimized waveguide power combiner structure.
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시뮬레이션 결과, 최적화된 도파로 전력 결합기는 광
대역 특성을 보이며, 75～85 GHz 사이에서 20 dB의 반사
손실과 3.1 dB의 S21, S31 특성을 나타낸다. 그림 4의 S23는
전력 결합기의 격리도 특성을 나타내는데, Port 2와 Port 

3 사이의 경계면에서 발생하는 커플링 현상에 의해 −6 
dB의 낮은 격리도 특성을 보인다.

2-3 저항성 격막이 체결된 2-Way 도파관 전력 결합

기 설계

그림 5는 높은 격리도특성을가지기위해 저항성 격막
(septum)을 결합한 도파로 전력 결합기를 나타낸다. 신호
가 결합/분배되는금속 지그 경계면에 0.35 mm 깊이의홈
을 만들고, 저항성 격막을 수직 방향으로 삽입하였다. 저
항성 격막은 150 μm 두께의 알루미나 기판 위에 NiCr을
증착하여 100～130 Ω/□의 면 저항을 가지도록 설계를
진행하였으며, 저항성 격막의 parameter는 표 4에 나타나
있다.
그림 6은 저항성 격막이 삽입된 전력 결합기의 구조와

시뮬레이션 결과를 나타낸 것이다. 시뮬레이션 결과, 75 
～85 GHz에서 20 dB 이상의 반사 손실 특성과 0.9 dB의
삽입 손실 특성을 보이며, −15 dB 이상의 격리도 특성을
확인하였다. 

표 3. 최적화된 전력 결합기 치수[mm] 
Table 3. Optimized power combiner dimensions [mm]

L` L1` L2` W1` W2`
2.6 1.5 1.22 1.84 2.54

(a) 설계된 도파로 전력 결합기
(a) Designed waveguide power combiner

(b) 설계된 도파로 전력 결합기의 시뮬레이션 결과(반사 손
실, 삽입 손실, 격리도 특성)

(b) Simulation results of the designed waveguide power combiner 
(return loss, insertion loss, isolation)

그림 4. 도파로 전력 결합기 시뮬레이션 구조 및 S- 
parameter

Fig. 4. Waveguide power combiner simulation structure and 
S-parameter.

표 4. 저항성 격막(resistive septum) 치수[mm]
Table 4. Resistive septum parameter [mm].

L W h d Pitch Var1 Var2
3 1.5 2.54 0.15 0.35 0.65 0.35

그림 5. 저항성 격막(resistive septum) 구조
Fig. 5. Resistive septum structure.
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앞선 시뮬레이션 결과를 토대로 저항성 격막이 삽입된
도파로 전력 결합기를 passive IC를이용해 특성을 확인했
으며, 이에 대한 시뮬레이션 구조 및 결과는 그림 7에 나
타나 있다. Passive IC는 G-CPW 구조의 microstrip line 형
태의 dummy IC로 60 μm～150 μm 사이의 다양한 선폭
을 두어 설계되었으며, 시뮬레이션 결과, 70 μm의 선폭

을 가질 때 50 Ω 매칭이 잘 이루어졌다. 이를 토대로
2-way 도파로 전력 결합 모듈을 설계했으며, 설계된 모듈
은 도파로 전력 결합기-feeding line-passive IC-feeding line-
도파로 전력 결합기로 모듈로 구성되어 있고, feeding line
과 passive IC 사이에 wire bonding을 통해 전기적 연결을
수행하였다. 시뮬레이션 결과, 78 GHz에서 20 dB 이상의
반사 손실 특성과 0.4 dB의 삽입손실특성을 확인하였다.
표 5는 제안된 전력 결합기와 참고문헌에 표기된 전력

결합기 간의 특성 비교를 나타낸다. 제안된 전력 결합기
는 높은 주파수 대역에서 가장 낮은 삽입 손실과 우수한
격리도 특성을 나타낸다.

(a) 저항성 격막이 있는 도파로 전력 결합기
(a) Waveguide power combiner simulation structure with resistive 

septum

(b) 저항성 격막이 있는 도파로 전력 결합기 시뮬레이션 결과
(b) Simulation result of waveguide power combiner with resi-

stive septum

그림 6. 저항성 격막이 있는 도파로 전력 결합기 시뮬레
이션

Fig. 6. Waveguide power combiner with resistive septum 
simulation.

(a) Passive IC를 활용한 2-way 전력 결합기 구조
(a) 2-way power combiner structure using passive IC

(b) Passive IC를 활용한 2-way 전력 결합기 시뮬레이션 결과
(b) 2-way power combiner simulation result using passive IC

그림 7. Passive IC를 활용한 2-way 전력 결합기 시뮬레
이션 구조 및 결과

Fig. 7. Structure and results of 2-way power combiner sim-
ulation using passive IC.
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Ⅲ. 제작 및 측정

3-1 Passive IC를 활용한 2-Way 전력 결합기

그림 8∼그림 10은 각각 제작된 signal transition feed, 
dummy IC, 저항성 격막(septum)을 나타낸다. 제작된
dummy IC는 W대역에서 선폭이 65～90 μm일 때, 약 15 
dB 이상의 반사 손실과 0.35 dB의 삽입 손실 특성을 가진
다. 제작된 저항성 격막은 300 Å의 metal 두께를 가지며, 
측정 결과 약 100 Ω/□의 면 저항값과 130 Ω의 저항값을
가진다. 
그림 11은 passive IC 기반 2-way 전력 결합기의 블록도

를 나타내며, 전력 결합기의 경계면에 저항성 격막을 위
치시키고 제작된 feed와 microstrip line 형태의 dummy IC
를 금속 지그에 실장하여 ribbon bonding을 통해 연결되어
있는 구조이다. 그림 12는 저항성 격막 유무에 따른 제작
된 2-way 모듈 및 측정 결과를 나타낸다. 제작된 모듈의
전체 크기는 2.5×2×1.6 cm3이며 그림 12(a)는 앞서 제작된

표 5. 전력 결합기 설계 비교
Table 5. Comparison of power combiner designs.

Ref. [2] Ref. [4] Ref. [9] Ref. [10] This work

Topology SIW PD Wavegui
de PD

MS line- 
hybrid 
coupler

Wilkinson 
PD

(IPD)

Waveguide
PD

(Septum)
Freq.
[GHz] 75∼110 26∼40 75∼115 70∼110 70∼110

RL
[dB] >10 >20 >10 >12 >20

IL
[dB] <1 <1 2.4 <1 <0.5

Isolation
[dB] >5 >20 - >14 >15

15-dB
RL BW
[GHz]

75∼100 26∼40 75∼86 75∼80 70∼110

1-dB 
IL BW
[GHz]

75∼100 26∼40 - 70∼110 70∼110

그림 8. 제작된 signal transition feed
Fig. 8. Fabricated signal transition feed.

그림 9. 제작된 dummy IC
Fig. 9. Manufactured dummy IC.

그림 10. 제작된 저항성 격막
Fig. 10. Manufactured resistive septum.

그림 11. Passive IC 기반 2-way 전력 결합기 블록도
Fig. 11. Passive IC based 2-way power combiner block 

diagram.



W-대역 고출력 증폭기 응용을 위한 E-평면 신호 전이 구조 및 저항성 격막을 이용한 도파관 전력 결합기

679

각각의 소자를 전도성 epoxy를 이용해 금속 지그에 실장
한 2-way 전력 결합 모듈을 나타내며, 이때 feeding line과
dummy IC는 임피던스 매칭이 쉬운 ribbon wire bonding을
통해 연결한다. 그림 12(b)와 그림 12(c)는 각 모듈에 저항
성 격막이 삽입되어 있지 않은 상태와 삽입된 상태의 그
림을 나타내며, 가공된 홈에 수직 방향으로 위치시켰다. 

2-Way 결합 모듈에 대한 측정 결과는 그림 12(d)에 나
타나 있으며, 저항성 격막의 유무에 따라 0.15 dB의 삽입
손실이 증가하는 것을 확인하였다. 저항성 격막이 삽입되
어 있지 않은 모듈의 경우, 78 GHz에서 23 dB의 반사 손
실과 1.9 dB의 삽입 손실 특성을 나타낸다. 이때 passive 
IC의 삽입 손실은 약 0.4 dB이며, passive IC를 제외한 삽
입 손실은 출력단 이후 약 0.55 dB이다. 저항성 격막이 삽
입되어 있는 모듈의 경우, 78 GHz에서 22 dB의 반사 손
실과 2.35 dB의 삽입 손실 특성을 보이며, passive IC를 제
외한 삽입 손실은 출력단 이후 약 0.75 dB로 확인되었다. 

3-2 Active IC를 활용한 2-Way 전력 결합기

그림 13은 상용 PA를 활용한 single 모듈의 금속 지그
및 구현 사진을 나타내고, 그림 14는 balanced PA 구조의

  

(a) 제작된 dummy IC를 활용한 전력 결합기 모듈
(a) Fabricated dummy IC based 2-way power combiner module

(b) Passive IC를 활용한 전력 결합기(저항성 격막이 없는 구조)
(b) Power combiner using passive IC (without resistive septum)

(c) Passive IC를 활용한 전력 결합기(저항성 격막이 있는 구조)
(c) Power combiner with passive IC (with resistive septum)

(d) Passive IC를 활용한 전력 결합기 측정 결과
(d) Power combiner measurement results using passive IC

그림 12. Passive IC 기반 2-way 전력 결합기 및 측정 결과
Fig. 12. Passive IC based 2-way power combiner and mea-

surement results.

(a) Single 모듈 금속 지그
(a) Single module metal jig

(b) gAP0052A(PA)가 결합된 single 모듈 구현
(b) Implementation of single module with gAP0052A (PA)

그림 13. Active IC(gAPZ0052A) 기반 single 모듈
Fig. 13. Active IC (gAPZ0052A) based single module.
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2-way 전력 결합기에 대한 금속 지그 및 구현 사진을 나
타낸다. 
각각의 모듈은 상부/내부/하부 금속 지그로 구성되어

있다. 금속 지그 제작은 알루미늄을 사용했으며, W 대역
에서 skin depth보다 충분히 두껍게 도금되었다. 제작된
single 모듈의 전체 크기는 50×40×18 mm3이고, 2-way 전
력 결합기의 전체 크기는 6.5×5.5×2.3 cm3이다. 각각의 모
듈에 사용된 전력 증폭기(PA)는 ‘gAP0052A(Gotmic AB
社)’이며, 20 dB의 증폭 이득과 26 dBm의 출력 파워값을
가진다. 제작된 금속 지그에 PA 및 feed를 실장하고, 
ribbon bonding을 통해 전기적으로 연결하여 내부를 구성
한다. 이를 하부 지그와 결합하고 interposer 방식을 통해
DC bias를 인가함으로써 모듈을 구현하였다.
그림 15는 상용칩 기반의 single 모듈 및 2-way 전력 결

합기의 소신호 및 대신호 측정에 대한 결과를 나타낸다. 
Single 모듈 측정 결과, 78 GHz에서 16 dB의 반사손실과
17 dB의 증폭 이득을 가지며, 26 dBm의 출력 성능을 나

(a) gAP0052A(PA)가 결합된 single module 측정 결과
(a) Single module measurement result combined with gAP 0052A 

(PA)

 

(b) gAP0052A(PA)가 결합된 2-way 전력 결합기 측정 결과
(b) Measurement result of 2-way power combiner with gAP0052A 

(PA)

(c) Single 모듈 vs. 2-way 전력 결합기 대신호 측정 비교
(c) Single module vs. 2-way power combiner large-signal mea-

surement comparison 

그림 15. Single & 2-way 모듈 측정 결과
Fig. 15. Single & 2-way module measurement results.

(a) 2-Way 전력 결합기 금속 지그
(a) 2-Way power combiner module metal jig

(b) gAP0052A(PA)가 결합된 2-way 전력 결합기 구현
(b) Implementation of 2-way power combiner with gAP0052A 

(PA)

그림 14. 제작된 2-way 전력 결합기(balanced PA 구조)
Fig. 14. Fabricated 2-way power combiner (balanced PA 

structure). 
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타냄을 확인하였다. 2-Way 전력 결합기에 대한 측정 결
과, 78 GHz에서 15 dB의 반사 손실과 18 dB의 증폭 이득
을 가지며, 출력 성능은 single module과 비교해 2.4 dBm 
향상된 28.4 dBm을 확인하였다.
그림 16은 2-way 전력결합기의 저항성격막유무에 따

른 측정 결과를 나타낸다. 저항성 격막 유무에 따른 측정

결과를 비교해 보면 소신호에서 저항성 격막이 없을 때, 
78 GHz에서 약 8 dB의증폭이득을 가지지만저항성 격막
이 있을 때는약 18 dB로 10 dB 이상의 이득 차이를 보이
며, W-대역에서 5～15 dB의 차이를 보인다. 대신호 측정
에서 저항성 격막이 존재하지 않은 경우는 14 dBm의 낮
은 출력성능을 보이지만, 저항성 격막이 존재하는 경우에
는 28 dBm으로 안정적인 출력성능을 보인다.

Ⅳ. 결  론

본 논문에서는 W-대역에서 고출력 증폭기에 응용 가
능한 도파로-마이크로스트립 신호 전이 구조와 NiCr로
이루어진 저항성 격막을 활용하여 balanced PA 형태의
2-way 전력 결합기를 설계 및 제작하였고, passive IC와
active IC를 이용해 저항성 격막 유무에 따른 결합 및 손
실 특성을 확인하였다. 제작된 2-way 전력 결합기에
passive IC를 결합한 모듈의경우, 78 GHz에서 20 dB 이상
의 반사 손실 특성을 가진다. 저항성 격막이 있는 경우, 
전체 삽입 손실은 약 2.35 dB로 저항성 격막이 없는 경우
와 비교해 약 0.35 dB 증가하지만, passive IC를 제외한 삽
입 손실은 출력단 이후 약 0.75 dB로낮은 값을 나타낸다. 
Active IC와 결합한 모듈의 경우, transition feed와 저항성
격막이 passive IC에 대한 prototype으로 설계가 되어 매칭
이일부 틀어진 것을확인할수 있는데, 해당부분은추후
에 개선할 예정이다. 일반적으로 PA의 동작은 비선형적
인 특징을 가지기 때문에 input power가 증가함에 따라 간
섭 현상이 심화되고, 이를 방지하기 위해 충분한 격리도
특성이 확보되어야 한다. 약 20 dB의 증폭 이득과 26 
dBm의 출력 성능을 갖는 MMIC를 활용한 측정 결과, 저
항성 격막이 존재할 때 소신호에서 약 5～15 dB 이상의
증폭 이득이 향상되었다. 또한, 대신호 측정 결과, 저항성
격막이 없을 때는 신호가 cross coupling되어 결합증폭 모
듈이 정상 동작을 하지 않아 약 8 dB 증폭 이득과 14 
dBm의 매우 낮은 전력 결합 특성을 나타내었으나, 저항
성 격막을 적용한 경우, 약 18 dB의 안정된 증폭 이득과
28.4 dBm 출력 성능(2.4 dB 결합 이득)을 나타내었다. 
결과적으로 전력 결합기에 저항성 격막의 삽입은 낮은

삽입 손실 특성을 가지며, 결합기 사이에 발생하는 커플

(a) 저항성 격막에 따른 소신호 응답 특성 측정 결과
(a) Measurement result of small-signal response characteristics 

according to resistive septum

(b) 저항성 격막에 따른 대신호 응답 특성 측정 결과
(b) Measurement result of large-signal response characteristics 

according to resistive septum

그림 16. 저항성 격막 유무에 따른 single 모듈 및 2-way 
전력 결합기 측정 결과 비교

Fig. 16. Comparison of single module and 2-way power 
combiner measurement results with and without 
resistive septum.
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링 현상을 상쇄시킴으로써 결합 성능을 향상시킬 수 있
어 W-대역 고출력 전력 결합기에 활용될 수 있을 것으로
기대된다.
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